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１．概要（Summary） 

多様な使用目的に合わせた高機能カスタム IC

（Integrated Circuit）を製作するために、小回りの利く半

導体製造プロセスの実現が望まれており、小口径ウエハ

対応の高精密加工プロセスの開発に対する強いニーズ

がある。本研究では、当該小口径ウエハ対応プロセスの

有効性を検証する手法を確立するためのテストウエハとし

て使用される、幅 1μm、深さ 20μm(アスペクト比 20)の深

溝アレイまたは直径 1μm、深さ 20μm(アスペクト比 20)の

深穴アレイから構成されるテストパターンを形成加工した

4 インチ半導体ウエハを作製する。京都大学学際融合教

育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点において

は、シリコン深堀りプロセス時に用いられるクロム保護膜の

微細パターニングまでをプロセス済の 4インチシリコンウエ

ハへのシリコン深堀り（深さ 20μm）加工を実施する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

深堀りドライエッチング装置(Φ4") 

【実験方法】 

シリコン深堀りプロセス時に用いられるクロム保護膜の

微細パターニングまでを予めプロセス済の 4 インチシリコ

ンウエハに対し、深堀りドライエッチング装置(Φ4")を

使用して、条件出しされたレシピにもとづき、深さ 20

μmの深堀り加工を実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

本課題においては、昨年度課題で使用したレシピより

も加工垂直性の高いレシピ 86 を採用した。開口寸法が

数ミクロンの時の深堀りエッチングレートしか明確化され

ていなかったため、試し掘り加工した微細深溝・深穴の

断面試料（Fig. 1）を劈開により作製し、産総研におい

て卓上顕微鏡(Hitachi TM-3000)によって実加工深さ

を測定することにより、エッチングレートの見積もり

を実施した。幅 1μm・長さ 2 ｍｍのトレンチおよび直径

1μmの深穴作製の際のエッチングレートは、約 0.077 

nm/cycle および約 0.056 nm/cycle であった。以上の

結果をもとに、概ね所望寸法のテストパターン付 4 イン

チ半導体テストウエハを作製することができた。 
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Fig. 1 Cross-sectional scanning electron 

microscopy images of Si deep trenches (a) 

and Si deep holes (b). 
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